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瑞瑞瑞瑞萨电萨电萨电萨电子子子子开发开发开发开发出出出出40nm高密度新型高密度新型高密度新型高密度新型SRAM电电电电路技路技路技路技术术术术     
2010-07-12 | 编辑： | 【大 中 小】【打印】【关闭】

  瑞萨电子开发出了一种新型SRAM电路技术，可克服因微细化而增加的

CMOS元件特性不均现象，还能在维持速度的同时，以更小的面积实现合适的工

作裕度。以上内容是在半导体电路技术相关国际会议“2010 Symposium on VLSI 

Circuits”上发布的（论文序号：10.2）。作为40nm工艺的产品，该公司试制出了

bit密度达到业界最高水平的SRAM，并确认了其工作性能。主要用于实现40nm工

艺以后SoC（System on a Chip）的低成本化及低功耗化。    

  在SoC的构成要素中，SRAM最易受到工艺微细化导致的特性不均的影响。

因为随着产品实现微细化，可使SRAM稳定工作的裕度会不断减小。因此，原来

为了维持工作裕度，该公司提出了通过附加多个电源控制电路，分别控制SRAM

的电源线、字线或者数据线的方式等。不过，采用这种方式，即使SRAM的单元

面积可以缩小，但包括电源控制电路在内的SRAM整体面积很难削减。    

  为了解决这一课题，该公司此次开发出了两种技术。一种是降低工作裕度

减小影响的多级字线控制技术。分多个时间段对字线进行电压控制，仅在字线

的控制电路上集成原方式所需的多个电源控制电路。此时，通过稳步对字线进

行电压控制，即使CMOS元件存在特性不均，也可向SRAM稳定写入或读取数

据。另外，通过仅在字线上进行电源控制，还提高了bit密度。    

  第二种是同时兼顾高速化及小面积化的分层SRAM技术。该公司开发出了将

位线多次分割、削减连接位线的微小SRAM单元数量的分层SRAM技术。在被分

割的位线上附加本机灵敏放大器（信号振幅放大电路），支援原来存在的灵敏

放大器工作。这样，可防止通过稳步控制多级字线控制所需的字线而导致的

SRAM工作速度减慢。另外，该公司通过使用与SRAM单元相同的微细化工艺制

造本机灵敏放大器，将面积增加控制在了最小限度，并实现了高bit密度。  

  此次，该公司利用这些技术，试制出了采用40nm工艺CMOS技术中单元面

积业界最小的0.248μm2单元、bit密度高达2.98Mbit/mm2的2MbitSRAM，并已确认

其可稳定动作。  

  （来源：日经BP社 2010年6月24日）  
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